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Verdrahtungsebenen fUr InP-HBTs ICs 



Im Folgendem wird ein neuartiges Verdrahtungsverfahren fQr schnelle integrierte 
5 Schaltkreise auf IIIAZ-Halbleitem (z.B. Indiumphosphid fQr Heterostruktur-Bipolar- 
Transistoren InP-HBTs) beschreiben. 

Gegenwartiger Stand der technik 

10 Die Schaltgeschwindigkeit schneller integrierter IIIA^-Halbleitern-Schaltkreise wird 
inzwischen maBgeblicli durch die Verdrahtung der Halbleiterbauelemente bestimmt. 
Dabei warden z.B. Mehrlagen-Verdrahtungstechniken aus der Siliziumteclinologie 
angewendet. Bei Millimetenwellen-Schaltkreisen werden h§ufig Koplanar- oder 
IVIikrostreifen-Leiter venfl/endet. Die elektromagnetische Welle wird dabei im 

15 Haibleitermaterial gefQhrt. 

PErfindung= i 
Die iow-k Passivierung der aktiven Baueiemente wird durch geeignete 
RQckatzprozesse planarisiert. Bei der Verwendung von HBTs wird die 
Planarisierungsatzung z.B. gestoppt, wenn der metallisierte Emitterkontakt erreiclit 
wird. Durch die Passivierung mit einer geringen Dielektrizitatskonstante (iow-k) 
lessen sich IVIetailisierungsschlchten, die eigentlich nur als Kontakt-Metalle der 
aktiven Baueiemente vorgesehen waren, als vollstSndige Verdi;ahtungsebene 
25 verwenden. Das elektrische Feld konzentriert sich iiberwiegend im Haibleitermaterial 
mit hoher Dielektrizitatskonstante up^ fQhrt die elektromagnetische Welle. Oberhalb 
des Iow-k Materials wird eine mittlerfe Metalllslerungsebene eingefQhrt, die mit einem 
Material mittlerer Dielektrizitatskonstante' passiviert wird. Eine dritte 
. . Metallisierungsebene mit dickem galvanisch abgeschiedenem oder in anderer 
30 Weise auiigetragenem Metall wird verwendet. Diese kann auch in Luftbrpckentechnik 
ausgefQhrt werden. Ah Stellen, an denen keine Luftbrucke und auch keine 
. Durchkontaktierung ist, entsteht eine Metall-Isolator-Metall KapazitSt. Durch die 
Venwendung leitender Halbleiterschichten kSnnen DQnnfilmwiderstande realislert 
^l^werden. 

,1 

Vorteil der beschriebenen Verdrahtungstechnologle 

Durch die beschriebene Verdrahtungstechnologle kann eine Drei-Lagen- 
40 Metallislerung realislert werden. In Verbindung mit Verbindurigshalbleitertransistoren 
wie z.B. InP-HBTs oder HEMTs kQnnen mit vergleichbar wenigen Maskenebenen 
kosteneffiziente integrierte HSchstgeschwindigkeitsschaltung hergestelit werden. 
Fig. 1 zeigt einen schematischen Querschnitt. 
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Fig. 1 Scherhatlscher Querschnitt der beschriebenen Drei-Lageri-Verdrahtung. 
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